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670℃)で成長した結晶の方が高温(750℃,790℃)で成長した結晶よりもETが小さい｡
又,残留抵抗比は,低温成長の方が大きな値を示す｡このことから低温成長の方が格子欠陥等
の不純物が少ないと考えられる｡
低温成長の結晶では,90K以下でETが急激に上昇し,低温で再び一定値をとる｡又,Oe
の電場依存性やOeoもこの温度を境に振舞いが変わる｡これらのことから, 90Kで不整合一
整合転移が起こっていると考えられた｡しかしⅩ線散乱により,CDW の波数 qの温度変化を
調べたが,90K以下においても不整合状態のままであった｡
格子欠陥の少ない,低温で成長させたNbl-xMxSe3(M-Ti,Ta)のOeの電場依存性を
図2に示す｡図2ではEをETで,Oeをoeoで規格化してある｡TiおよびTaを添加した結
晶の電場依存性は,温度,不純物濃度に依らずそれぞれ一定の曲線にのっているが,TiとTa
両者の電場依存性は大きく異なっている｡この結果は当初の予想当り,CDW の運動の様子は
結晶中に含まれる不純物の種類に依存することを示している｡また,不純物を添加しない結晶
での電場依存性は,Tiを添加した場合と一致している｡このことから,不純物を添加してい
ない結晶ではTiを添加した結晶と同様に,強い不純物がピン止めを支配していることがわか
る｡
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